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电子技术基础答案
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一、选择题（每题 4分，共 60 分）

1.D【解析】－6 的原码为 100110，反码为 111001，补码为 111010，故选项 D 成

立

2.C 【解析】A 项，三态门虽然可以将输出端直接并联构成总线结构，但任何时

候有且只有一条线有效，与“线与”无关，利用三态门可实现数据双向传输。B项，

一般 TTL 门输出端并不能直接并联使用，否则这些门的输出管之间由于低阻抗形

成很大的短路电流（灌电流），而烧坏器件。D 项，互补输出 CMOS 门电路，输

出端直接并联实现“线或”。

3.B① 串行进位加法器若有多位数相加，将低位的进位输出信号接到高位的进位

输入端，因此，任意 1 位的加法运算必须在低 1 位的运算完 成之后才能进行，

这种进位方式称为串行进位。这种加法器电路简单， 但运算速度慢。② 超前进

位加法器：每位的进位只由加数和被加数决 定，而与低位的进位无关。超前进

位加法器大大提高了运算速度，但随着加法器位数的增加，超前进位逻辑电路越

来越复杂。

4.B 【解析】首先该电路有输入端，一定不会是多谐振荡器。若以 555定时器

的 VI2端作为触发信号的输入端，并将由 TD和 R 组成的反相器输出电压

VOD接至 VI1端，同时在 VI1 对地接入电容 C，则构成单稳态触发器

5.C 【解析】循环状态的有 5 个，也就是说当计数器使用的过程中只有这 5个状

态才能保持一直计数。

6.B【解析】当输出开路时，输出电压 3V即相当于电压源，当接入 2kΩ的负载时，

输出等于 1V，即负载分压，且输出电阻不包括负载，所以输出电阻为 4kΩ。

7.D【解析】TTL 电路有速度快的特点，CMOS 电路有功耗低的特点。

8.B【解析】可以假设三极管工作在某一状态，然后根据电路判断该假设的正确

性。对本题，假设三极管处于放大区，则发射极正偏，应有 Vbe＝0.7V，且电流

为 ibe＝ib1－ib2＝（10－4.7）/50－4.7/50＝12μA，一般而言，三极管的β值在广
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50到 200 之间，于是有 IC＜2.4mA，从而有集电极反偏，假设成立，三极管处于

放大区。

9.C【解析】共集电路输入电阻高，输出电阻低。

10.A【解析】差分放大电路由两个电路结构、参数均相同的单管放大电路组合构

成，所以外界温度变化、电源电压波动引起的两管集电极电流、电压变化相同，

效果相当于其输入端加入了共模信号，变化相互抵消。所以电路参数的对称性是

差分放大电路抑制零点漂移的原因。

11.A【解析】触发器的状态还包括不定状态，比如在 RS 触发器中，当 RS＝11 时，

状态不定；研究的时序电路主要是要不间断给出信号，理论上来讲 需要状态的

不断循环；异步时序电路通过一些门电路再传输信号，而同 步信号的数据传输

直接通过时钟脉冲进行统一的传输，减少了传输过程的时间延迟。

12.D 【解析】电感滤波电路适用于大电流负载。

13.A【解析】电流串联负反馈可以稳定输出电流，提高放大电路的输入电阻。

14.D【解析】差分放大电路由两个电路结构、参数均相同的单管放大电路组成，

具有稳定的电流偏置和很强的抑制共模信号的能力。

15.C【解析】温度升高时，BJT 输入特性曲线将向左移动，这说明在 iB 相同的条

件下，UBE 将减小。UBE 随温度变化的规律与二极管正向导通电压随温度变化的

规律一样，即温度每升高 1°C，UBE 减小 2mV～2.5mV。

二、填空题（每题 3分，共 30 分）

16.11110111 【解析】二进制转化为格雷码的规则：从最右边的位开始，每位与

其左边相邻的位异或，所得结果作为该位的值，最左边位的值不变。

17.6.75【解析】CMOS 集成电路的电压噪声容限可达电源电压值的 45%，且高电

平和低电平的噪声容限值基本相等。

18.6 【解析】共七位序列数，故至少需要 3 位，又经验证使用三、四、五级移

位寄存器均存在状态重复，故至少为 6位。由于采用移位寄存器，而且

状态在序列中没有循环，移位寄存器在传输过程中数据是一次传递的，

所以需要至少 6位移位寄存器，状态转换表如表 2-6-1 所列。
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19.势垒；反向【解析】PN结中电容由势垒电容和扩散电容组成，正偏时以扩散

电容为主，容值随正向电流增加而增加；反偏时以势垒电容为主，容值随反向电

压的增加而减小。考虑到功耗特性，PN结电容多采用其反偏电容。

20.结型；MOS 型；双极型管有两种载流子同时参与导电而场效应管只有一种载

流子参与导电

21.耦合电容大小；BJT 结电容大小

22.60，1000；2

23.差模增益与共模增益；对共模信号（如噪声）的抑制

24.正反馈，｜AF｜＞1

25.耦合电容大小；BJT 结电容大小

三、判断题（每题 3 分，共 30 分）

26.×【解析】P 型半导体中，空穴为多子，自由电子为少子。

27.√【解析】BJT 有电子和空穴参与导电，MOS 只有电子或空穴参与导电。

28.×【解析】N 型半导体的多子是自由电子，电子漂移能力强，由于原子结构中

还有原子核带正电，在没有外界电流的参与下是不带电的，不能说 N 型半导体

带负电。

29.×【解析】电流负反馈增大输出电阻，所以两者的关系为：Rout（cl）＝（1＋

Aβ）Rout（open）。

30.×【解析】管耗为输入功率－输出功率，理论上来讲，在输入功率一定时，输

出功率越大，功耗越小。广
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31.【解析】× 输出电压的平均值与输入信号的方向和大小有关。

32.×【解析】最大集电极耗散功率 PCM≥0.2POMAX。

33.×【解析】电流负反馈增大输出电阻，所以两者的关系为：Rout（cl）＝（1＋

Aβ）Rout（open）。

34.×【解析】N 型半导体的多子是自由电子，电子漂移能力强，由于原子结构中

还有原子核带正电，在没有外界电流的参与下是不带电的，不能说 N 型半导体

带负电。

35.√【解析】BJT 有电子和空穴参与导电，MOS 只有电子或空穴参与导电。

四、分析题（每题 20 分，共 40 分）

36.解：公式法化简如下：

F＝AB＋AC＋A′B＋BC′＝（A＋A′）B＋AC＋BC′＝B＋BC′＋AC＝B＋AC

37.解：将二进制数按权展开，得：

（1011.101）2＝1×23＋0×22＋1×21＋1×20＋1×2－1＋0×2－2＋1×2－3＝（8

＋0＋2＋1＋0.5＋0＋0.125）10＝（11.625）10

四、计算题（每题 20 分，共 40 分）

38.解：由图可见，电路为串联型稳压电路。

（1）由串联型稳压电路输出电压公式，可得：

uP＝uN＝UZ

即 R1″，R2 的压降为 UZ

Uo＝（R1＋R2）/（R2＋R1″）·UZ

当 R1″＝R1 时，Uo＝UZ＝6 V

当 R1″＝0时，Uo＝（2＋1）/2×6＝9 V

故电压输出范围为 6 V～9 V。

（2）由欧姆定律可得：

Io＝Uo/RL＝15/150＝0.1 A

由三极管特性可得：

IC＝βIB，IE＝（1＋β）IB

又由 KCL定律可得：

IE＝Io＋Uo/（R1＋R2）＋（Uo－UZ）/R3
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则：

IAo＝IB＝IE/（1＋β）＝1/（1＋β）·[Io＋Uo/（R1＋R2）＋（Uo－UZ）/R3]＝1/100×{（15

－6）/（2×103）＋15/[（2＋1）×103]＋0.1}＝0.0011 A

PT＝IE·UCE＝IE·（Ui－Uo）＝1.67 W

39.答：先断开二极管支路，分别计算二极管正负极电位，依据二极管的单向导

电性判断二极管是否导通。

首先判断二极管的状态。断开二极管支路，设 E2 的负极为电位参考点，则二极

管阳极电位为（E1＋E2）R2/（R1＋R2）＝10×2/（3＋2）＝4V；二极管阴极电位

为 E2＝5V。

由此可见，二极管承受反向电压，处于截止状态，所以二极管中电流为反向饱和

电流，近似 ID＝0。
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